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Beschreibung 

Verfahren zur Erkennung und Vermeidung von atzkritischen Be- 
reichen 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Vermeidung von atz- 
technischen Problembereichen, insbesondere bei einer Her- 
stellung von Siebdruckplatten, Lotstopmasken oder Leiterbah- 
nen auf einer Leiterbahngrundplatte . 



Bevor Leiterbahnen auf einer Leiterbahngrundplatte mittels 
Atztechnik herausgebildet oder Siebdruckplatten erstellt wer 
^ den, werden in. einer Vielzahl von Atzprozeduren Kunststoffbe 

schichtungen, sowie f otoeihpf indliche Beschichtungen oder Kup 

15 f erbeschichtungen von einer beschichteten Grundplatte abge- 
lost. Grundlage fur die atztechnischen Prozeduren bilden je- 
weils Filme die z.B. einen Leiterbahnverlauf in einer Ebene 
einer mehrschichtigen Leiterplatte oder einen Schriftzug auf 
einer Grundplatte wiedergeben. Der Film liegt entweder physi 

20 kalisch oder in Form einer elektronischen Beschreibung vor. 
Die elektronische Beschreibung, beispielsweise einen Leiter- 
bahnverlauf in einer Ebene des Layouts, liegt in Form von 
elementaren Konf igurationselementen bzw. graphischen Elemen- 
ten vor. Diese Konf igurationselemente sind jeweils auf be- 

25 schreibbare geometrische Grundformen zuruckgef uhrt und digi- 
( tal abgespeichert . 

Beim Abatzen der verschiedensten Beschichtungen von einer be 
schichteten Grundplatte konnen in kritischen Bereichen durch 

30 Unteratzungen grofiere Partikel aus der abzulosenden Beschich 
tung herausgelost werden. In den kritischen Bereichen wird 
nicht wie f ertigungstechnisch beabsichtigt die abzuatzende 
Beschichtung in ihrer gesamten Hohe durch Atzprozeduren ent- 
fernt, sondern lediglich das Material der Beschichtung un- 

35 teratzt. 
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Dies bringt den Nachteil mit sich, dali die abgeatzten Materi-^ 
alpartikel innerhalb des Atzbades schwimmen und sich an ande- 
rer Stelle auf der Grundplatte ablagern. Diese Ablagerungen 
konnen beispielsweise zu schwerwiegenden Fehlern bei der Lei- , 
5 terbahnherstellung fuhren. 

Die kritischen Bereiche bilden sich bevorzugt bei enger Lei- 
terbahnfiihrung oder eng nebeneinander liegenden Leiterbah- 
nelementen. Ein weiterer kritischer Bereich kann beispiels- 
10 weise dadurch verursacht werden, indem langliche geometrische 
Grundf ormen in einem spitzen Winkel zueinander liegen. Insbe- 
sondere beim zuletzt aufgefiihrten Beispiel bilden sich vor- 
zugsweise Unteratzungen. 

15 Bisher wurden, urn Unteratzungen in den kritischen Bereichen 
zu vermeiden, die auf dem Film abgebildeten Flachen visuell 
auf derartige Schwachstellen untersucht. Die erkannten 
Schwachstellen wurden dann durch manuelles tiberarbeiten der 
kritischen Bereiche eliminiert. 

20 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren anzu- 
geben, bei dem kritische Bereiche erkannt und eliminiert 
werden . 



25 Die Losung der Aufgabe ergibt sich aus den Merkmalen des Pa- ^ 
tentanspruchs 1. 

Die Erfindung bringt den Vorteil mit sich, dali bereits in der 
Entwurf sphase die kritischen Bereiche erkannt und abgeandert 
30 werden. 



Die Erfindung bringt den Vorteil mit sich, dafi alle kriti- 
schen Bereiche erkannt und durch Abanderung der Randgebiete 
in diesen Bereichen eine Partikelbildung vermieden wird. 

Die Erfindung bringt den Vorteil mit sich, dali die kritischen 
Bereiche beliebig definiert werden konnen. 
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\J Die Erfindung bringt den Vorteil mit sich, dafl der Ferti- 

gungsprozeii einheitlich gestaltet werden kann. 

Die Erfindung bringt den Vorteil mit sich, dafi eine Anderung 
5 der Bereiche auf elektronischem Wege prozessorgesteuert 
schnell durchfiihrbar ist. 



Weitere Besonderheiten sind in den Unteranspruchen angegeben. 
Das Verfahren wird aus der nachf olgenden naheren Erlauterung 
10 zu den Ausf uhrungsbeispielen anhand von Zeichnungen ersicht- 
lich . 

Es zeigen: 

15 Figur 1 ein Auffinden eines kritischen Bereiches, 

Figur 2 eine mogliche Eingrenzung des kritischen Bereiches, 
Figur 3 eine mogliche Abanderung des kritischen Bereiches und 
Figur 4 eine weitere Leiterplattenauf teilung . 

20 In den Figuren 1, 2 und 3 ist eine mogliche Polygonbildung in 
kritischen Bereichen eines Layouts gezeigt. Um diese kriti- 
schen Bereiche zu finden werden beispielsweise in einem 
ersten Verarbeitungsschritt das Layout auf Bereiche abgeta- 
stet, in denen die graphischen Elemente des Layouts eng bei- 
^ 25 einander liegen oder die Randbereiche der graphischen Ele- 
{ mente in einem spitzen Winkel zueinander angeordnet sind. In 

der Figur 1 ist ein Teil des Layouts bestehend aus elementa- 
ren Konf igurationselementen dargestellt. Diese Konf iguration- 
selemente konnen dabei alle bekannten Polygone sein. 

30 

In Fig. 1 werden zwei streif enf ormige Elemente A, C durch ein 
drittes streif enf ormiges Element B geschnitten. Der Abstand 
zwischen den streif enf ormigen Elementen A, C verringert sich. 
Die streif enf ormigen Elemente A, B, C konnen Leiterbahnen 
35 oder Teile eines Schriftzuges sein. AuJier dem Abstand der 
graphischen Elemente A, B, C zueinander ist zudem noch die 
Dicke des wegzuatzenden Materials bei der Ermittlung der kri- 
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tischen Bereiche zu beriicksichtigen . Mittels Rechnerprogram- 
men werden, wie in Figur 1 angedeutet, die kritischen Berei- 
che ermittelt und mit Polygonen X, Y, ... markiert. 

Nach der Ermittlung der kritischen Bereiche X, Y, ... werden 
in einem nachf olgenden prozessorgesteuerten Verarbeitungs- 
schritt mogliche zusammengehorende kritische Bereiche zu 
einer Flache Z zusammengef aflt (siehe Fig. 2) . 

In einem weiteren Verarbeitungsschritt wird die zusammenge- 
fafite Flache Z, wie in Fig. 3 gezeigt, durch das verbleibende 
grafische Element B begrenzt. Die markierten Flachen Kl, K2 
des kritischen Bereiches werden in einem weiteren Verarbei- 
tungsschritt geringfiigig v v ergroiiert . 

Die einzelnen Bearbeitungsschritte von der Erkennung bis zur 
Abanderung des Layouts konnen wie folgt zusammengef a£t 
werden : 

- Erkennung von kritischen Bereichen in dem Layout. 

- Berechnung der kritischen Bereiche. Die kritischen Bereiche 
werden abhangig von f ertigungstechnischen Regeln, wie z. B. 
Starke des Materials oder Starke der verwendeten Saure in dem 
Atzbad ermittelt. 

- Begrenzen der ermittelten Bereiche mit den moglichen Ele- 
menten aus der gleichen Layoutebene, so daiJ nur noch unver- 
deckte Bereiche der ermittelten kritischen Bereiche ubrig 
bleiben. 

- Die verbleibenden kritischen Bereiche werden auf einem 
Bildschirm zusammen mit dem Layout in der betreffenden Lay- 
outebene angezeigt . 

- Die ermittelten und bereinigten kritischen Bereiche werden 
geringfiigig vergrofiert und in die Datenstruktur der jeweili- 
gen Layoutebene integriert. 

In Figur 4 ist ein weiterer Ausschnitt aus einer weiteren 
Ebene eines Layouts abgebildet. Die kritischen Bereiche sind 
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hier jeweils durch Pfeile markiert* Urn eine Unteratzung in 
den kritischen Bereichen zu vermeiden verbleibt in diesen Be- 
reichen das entsprechende Material auf der Grundplatte. 
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Patentansprtiche 

1. Verfahren zur Erkennung und Bereinigung von atzkritischen 
Bereichen, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafi auf Datenstrukturen eines Layouts zugegriffen wird, 

dafi auf die Datenstrukturen der in einer Ebene des Layouts 

angeordneten Konf igurationselemente (A, B> C) zugegriffen 

wird, 

dali nach MaBgabe von Programmprozeduren kritische Bereiche 
(X, Y, Z, Kl, K2) zwischen den Konf igurationselementen ermit- 
telt, abgeandert und sichtbar gesteuert angezeigt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 
da!3 Abanderungen in den kritischen Bereichen (X, Y, Z, Kl, 
K2) derart vorgenommen werden, so daii keine Unteratzungen 
sich bilden konnen, 

daB die abgeanderten kritischen Bereiche (X, Y, Z, Kl, K2) ir 
die bestehende Datenstruktur des Layouts integriert werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Ermittlung der kritischen Bereiche (X, y, z, Kl, K2) 
durch Hohe und Abstand einer abzuatzenden Beschichtung be- 
stimmt werden. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

dali der kritische Bereich durch einen zulassigen fertigungs- 
technischen minimalen Abstand zwischen den Konf igurationsele- 
menten (A, B; A, C; C,B) einstellbar ist. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, 

daJJ zwischen den Konf igurationselementen (A, B, C) die kriti- 
schen Bereiche (X, y, Z, Kl, K2) durch Polygone (Kl, K2) aus- 



GR 99 P 4705 



7 

gefullt werden, so dafi kritische Bereiche (X, Y, z, Kl, K2) 
zwischen den Konf igurationselementen vermieden werden. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, 

dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Polygone (Kl, K2) der kritischen Bereiche (X, Y, z, 
Kl, K2) bei moglichen Uberlagerungen von Konf igurationsele- 
menten (A, B, C) begrenzt werden. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, 

dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Polygone (Kl, K2) der kritischen Bereiche (X, Y, z, 
Kl, K2) geringfugig vergrofiert werden, so dafi die Kanten der 
Polyone (Kl, K2) sich mit den Kanten der Konf igurationsele- 
mente (A, B, C) uberlagern- 
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Zusammenf as sung 

Verfahren zur Erkennung und Vermeidung von atzkritischen Be- 
reichen 

5 

Bei diesem Verfahren werden zur Erkennung von atzkritischen 
Bereichen bereits im Layout abhangig von f ertigungstechni- 
schen Regeln prozessorgesteuert kritische Bereiche ermittelt 
und in dem bestehenden Layout automatisch bereinigt, so daB 
10 in nachf olgenden Atzprozeduren Unteratzungen vermieden 
werden. 



Fig. 3 
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